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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體結構，包含：
一基板；

一通道層，設置於該基板上方；

一電極，設置於該通道層上方；

一多層場板，電性連結至該電極，具有至少一第一場板及一第二場板，其中該第一場板

與該電極部分重疊連結，該第二場板與該第一場板部分重疊連結，使該電極與該多層場

板共同地形成一連續階梯狀結構，其中，所述部分重疊連結係指部分直接實體接觸和連

接的一種配置而沒有任何中間結構；

一第一阻擋層及一第一介電層，其中該第一介電層覆蓋該第一阻擋層，且該第一阻擋層

及該第一介電層共同地界定該電極之一輪廓；及

一第二阻擋層及一第二介電層，其中該第二介電層覆蓋該第二阻擋層，該第二阻擋層覆

蓋該第一介電層，且該第二阻擋層及該第二介電層共同地界定該第一場板之一輪廓。

2.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該電極係一閘極電極、一源極電極、一汲極電極其
中之一。

3.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該第一阻擋層及該第一介電層共同地界定一第一關
鍵尺寸，該第二阻擋層及該第二介電層共同地界定一第二關鍵尺寸，且該第一關鍵尺寸

小於該第二關鍵尺寸，其中該第一關鍵尺寸及該第二關鍵尺寸分別係該電極及該第一場

板之一橫向最大尺寸。

4.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該第一阻擋層及該第二阻擋層係一氮化鋁（AlN）
層、一氧化鎵（Ga2O3）層、一氧化鋁（Al2O3）層其中之一。
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5.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該第一介電層及該第二介電層係一氮化矽（SiN）
層、一氧化矽（SiO2）層、一氮氧化矽（SiON）層、一碳化矽（SiC）其中之一。

6.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該基板係一矽基板、一藍寶石基板、一碳化矽基
板、一鑽石基板、一氮化鎵基板其中之一。

7.　一種半導體結構之製造方法，包含：
形成一通道層設置於一基板上方；

一次性形成一電極及一多層場板，設置於該通道層上方，

其中該多層場板電性連結至該電極，該多層場板具有至少一第一場板及一第二場板，該

第一場板與該電極部分重疊連結，該第二場板與該第一場板部分重疊連結，使該電極與

該多層場板共同地形成一連續階梯狀結構，其中，所述部分重疊連結係指部分直接實體

接觸和連接的一種配置而沒有任何中間結構，

其中形成該電極及該多層場板包含以下步驟：

依序形成一第一阻擋層及一第一介電層，設置於該通道層上方；

依序形成一第二阻擋層及一第二介電層，設置於該第一介電層上方；

圖案化蝕刻該第二介電層，使蝕刻停止於該第二阻擋層，以裸露部分該第二阻擋層；

去除該裸露部分該第二阻擋層，以裸露部分該第一介電層；

圖案化蝕刻該第一介電層，使蝕刻停止於該第一阻擋層，以裸露部分該第一阻擋層；

去除該裸露部分該第一阻擋層；以及

沉積金屬以覆蓋部分該通道層、部分該第一介電層及部分該第二介電層，以一次性形成

該電極及該多層場板，

其中，該第一阻擋層及該第一介電層共同地界定該電極之一輪廓，且該第二阻擋層及該

第二介電層共同地界定該第一場板之一輪廓。

8.　如請求項 7所述之半導體結構之製造方法，其中圖案化蝕刻該第一介電層之步驟及去除
該裸露部分該第一阻擋層之步驟共同地界定一第一關鍵尺寸，圖案化蝕刻該第二介電層

之步驟及去除該裸露部分該第二阻擋層之步驟共同地界定一第二關鍵尺寸，且該第一關

鍵尺寸小於該第二關鍵尺寸，該第一關鍵尺寸及該第二關鍵尺寸分別係該電極及該第一

場板之一橫向最大尺寸。

9.　如請求項 7所述之半導體結構之製造方法，其中該第一阻擋層及該第二阻擋層係一氮化
鋁（AlN）層、一氧化鎵（Ga2O3）層、一氧化鋁（Al2O3）層其中之一。

10.   如請求項 7所述之半導體結構之製造方法，其中該第一介電層及該第二介電層係一氮化
矽（SiN）層、一氧化矽（SiO2）層、一氮氧化矽（SiON）層、一碳化矽（SiC）其中之
一。

11.   如請求項 7所述之半導體結構之製造方法，其中該第一介電層及該第二介電層相對該第
一阻擋層及該第二阻擋層之蝕刻選擇比大於 100。

12.   如請求項 7所述之半導體結構之製造方法，其中該基板係一矽基板、一藍寶石基板、一
碳化矽基板、一鑽石基板、一氮化鎵基板其中之一。

圖式簡單說明

圖 1為具有三層多層場板結構之傳統常開型高電子遷移率電晶體之示意圖；
圖 2A至圖 2P為本發明一實施例中半導體結構之製造流程示意圖；及
圖 3為本發明一實施例中半導體結構之製程步驟示意圖。
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